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Тема дисертації:
1. Випромінювальна рекомбінація в напівпровідниках типу А2В6 і А3В5 в умовах деформаційних впливів.

2. Radiative recombination in А2В6 and А3В5 semiconductors under influence of deformation.

Реферат:
1. Дисертація присвячена дослідженню впливу деформацій на випромінювальні рекомбінаційні процеси як у
вузькощілинних напівпровідниках (ВН): СdxHg1-xTe i InSb, так і напівпровідниках з досить широкою
забороненою зоною: CdTe, Cd(Zn, Se)Te, Cd(S,Se). Перша частина дисертаційної роботи присвячена
вирішенню проблеми - збільшеня випромінювальної спроможності ВН InSb і CdxHg1-xTe методом керованої
трансформації зонного спектру за допомогою одновісної пружної деформації. В роботі встановлено, що
завдяки перебудові зонного спектру ВН під дією деформації суттєво змінюються часи життя носіїв відносно
основних каналів рекомбінації, при цьому, прямі випромінювальні переходи стають більш ймовірними а
темп безвипромінювальної Оже-рекомбінації різко зменшується. Як наслідок, суттєво (в декілька разів)
збільшується квантовий вихід рекомбінаційного випромінювання. Дослідження деформаційних явищ у більш
широкозонних напівпровідниках виявило, що генерація і рух дислокацій під дією деформації призводить до
значної зміни спектрів ФЛ у вигляді виникнення групи нових смуг і ліній рекомбінаційного випромінювання



поблизу краю власного поглинання. За допомогою спектрального і просторово-роздільного ФЛ-аналізу
встановлено природу двох серій дислокаційної ФЛ, які виявилися пов'язаними з електронними станами з
одного боку - ядер дислокацій, а з іншого - електронними станами дефектів особливого типу, що не мають
аналогів при інших методах дефектоутворення.

2. The dissertation is devoted to the study of influence of deformations on radiative recombination processes in
semiconductors with various band gap Eg: in narrow gap semiconductors (NGS) СdxHg1-xTe and InSb, and in wide
band gap semiconductors: CdTe, Cd (Zn, Se) Te, CdSe. The first part of dissertational is devoted to the research on
an increase in radiative recombination in InSb under uniaxial elastic strain that influences the fundamental
bandgap. It was established in this work that the lifetimes of the main recombination channels can be considerably
changed due to due to reconstruction of the bandgap. Namely, the direct radiative transition became more
probable, but irradiative Auger-recombination can be suppressed. As a result, the quantum yield of radiative
transitions can be increased several times. Be studying the wide gap semiconductors was established that
deformation creates new recombination centers connected with nonequilibrium dislocations. It is established, that
generation and movement of nonequilibrium dislocations changes significantly optical and optoelectronic
characteristics, namely due to appearance of a group of new lines of emission and absorption. By using of the
spectrally and spatially resolved method it was established the nature of two series of emission which appeared to
arise due to electronic states of dislocations (dislocation core) and the special type of defects, which arise due to
dislocation movement.
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